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題

名

コードフラッシュメモリ容量が 2M バイトの製品における

リニアモードでの BGO 機能に関する誤記訂正
情報分類 技術情報

適

用

製

品

RX72M グループ、 
RX72N グループ、 
RX66N グループ 

対象ロット等

関連資料
各製品のユーザーズマニュアル

ハードウェア編
(詳細は最終ページの表をご参照ください)全ロット

上記適用製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編のフラッシュメモリ章において、リニアモード時の BGO

機能に関する誤記がありましたので、以下のとおり訂正いたします。

なお、ページ番号や表番号は RX72M グループを例に記載しています。その他の製品でのページ番号、表番号に

つきましては、最終ページの表をご参照ください。

● Page 3281 of 3399

「表 64.25 BGO 機能を利用可能な条件」において、リニアモードの「コードフラッシュメモリ容量が 2M バ

イトの製品」の行を以下のとおり削除いたします。

【訂正前】

表 64.25 BGO 機能を利用可能な条件 
書き換え対象領域 リード対象領域

リニアモード/デュアルモード共通 データフラッシュメモリ コードフラッシュメモリ

リニア

モード

コードフラッシュメモリ

容量が 4M バイトの製品

コードフラッシュメモリの前半 2M バイト

(アドレス：FFC0 0000h～FFDF FFFFh)
コードフラッシュメモリの後半 2M バイト

(アドレス：FFE0 0000h～FFFF FFFFh)
データフラッシュメモリ

コードフラッシュメモリの後半 2M バイト

(アドレス：FFE0 0000h～FFFF FFFFh)
コードフラッシュメモリの前半 2M バイト

(アドレス：FFC0 0000h～FFDF FFFFh)
データフラッシュメモリ

コードフラッシュメモリ

容量が 2M バイトの製品

コードフラッシュメモリの前半 1.0M バイト

(アドレス：FFE0 0000h～FFEF FFFFh)
コードフラッシュメモリの後半 1.0M バイト

(アドレス：FFF0 0000h～FFFF FFFFh)
データフラッシュメモリ

コードフラッシュメモリの後半 1.0M バイト

(アドレス：FFF0 0000h～FFFF FFFFh)
コードフラッシュメモリの前半 1.0M バイト

(アドレス：FFE0 0000h～FFEF FFFFh)
データフラッシュメモリ

デュアル

モード

BANKSEL.BANKSWP 
[2:0] = 111b のとき 

コードフラッシュメモリのバンク 1 領域 コードフラッシュメモリのバンク 0 領域

データフラッシュメモリ

BANKSEL.BANKSWP 
[2:0] = 000b のとき 

コードフラッシュメモリのバンク 0 領域 コードフラッシュメモリのバンク 1 領域

データフラッシュメモリ
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【訂正後】

表 64.25 BGO 機能を利用可能な条件 
書き換え対象領域 リード対象領域

リニアモード/デュアルモード共通 データフラッシュメモリ コードフラッシュメモリ

リニア

モード

コードフラッシュメモリ

容量が 4M バイトの製品

コードフラッシュメモリの前半 2M バイト

(アドレス：FFC0 0000h～FFDF FFFFh)
コードフラッシュメモリの後半 2M バイト

(アドレス：FFE0 0000h～FFFF FFFFh)
データフラッシュメモリ

コードフラッシュメモリの後半 2M バイト

(アドレス：FFE0 0000h～FFFF FFFFh)
コードフラッシュメモリの前半 2M バイト

(アドレス：FFC0 0000h～FFDF FFFFh)
データフラッシュメモリ

デュアル

モード

BANKSEL.BANKSWP 
[2:0] = 111b のとき 

コードフラッシュメモリのバンク 1 領域 コードフラッシュメモリのバンク 0 領域

データフラッシュメモリ

BANKSEL.BANKSWP 
[2:0] = 000b のとき 

コードフラッシュメモリのバンク 0 領域 コードフラッシュメモリのバンク 1 領域

データフラッシュメモリ

【関連資料】

適合製品 関連資料 ページ番号 章節項番号 表番号

RX72M グループ RX72M グループ ユーザーズマニュアル 
ハードウェア編 Rev.1.11 (R01UH0804JJ0111) Page 3281 of 3399 64.17.2 表 64.25 

RX72N グループ RX72N グループ ユーザーズマニュアル 
ハードウェア編 Rev.1.11 (R01UH0824JJ0111) Page 3153 of 3268 62.17.2 表 62.25 

RX66N グループ RX66N グループ ユーザーズマニュアル 
ハードウェア編 Rev.1.11 (R01UH0825JJ0111) Page 2979 of 3094 60.17.2 表 60.25 

以上
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